
1. 项目说明

1.1 本章内容是根据采购项目的实际需求制定的。

1.2 货物必须为合格产品，质量达到国家相关标准、行业标准、地方标准或

者其他标准、规范，中标人供货时应当提供有关货物的合格证明材料等。

1.3 投标人应保证货物是全新、未使用过的合格产品。并完全符合合同规定

的质量、规格和性能的要求。中标人应保证所提供的货物经正确安装、正常运转

和保养后，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内卖方应对

由于设计、工艺或者材料的缺陷而发生的任何不足或者故障负责。所投产品应提

供详细的技术资料，应有检测报告等详细资料。

1.4 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产

品。

政府采购应当采购本国产品。采购人确需招标采购进口产品的，应在招投标

活动开始前，按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）

文件规定办理审核手续，通过财政部门审核后，方可招标采购进口产品，否则采

购人不得招标采购进口产品，投标人不得提供直接进口或者委托进口产品（包括

已进入中国境内的进口产品）。

采购人或采购代理机构在采购进口产品时不得拒绝国产相同质量产品的制

造商或代理商参与投标。

1.5 属于信息网络开发服务的，投标人中标后应向采购人提供源代码以及文

档等技术资料。

1.6 根据财政部等三部门《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、

<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》要求，政府采购货物、工程和服

务项目中涉及商品包装和快递包装的，要参考包装需求标准，在采购文件中明确

政府采购投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求。

2. 采购需求一览表

序号 货物名称 数量
最高限价（人民币）

单价（万元） 总价（万元）

1 微纳加工检测设备 1套 385

包含

① ●等离子去胶机 1台 65 65

② 激光打标机 1台 9.5 9.5



序号 货物名称 数量
最高限价（人民币）

单价（万元） 总价（万元）

③ 金丝球焊机 1台 45 45

④ 晶圆切片机 1台 36 36

⑤ 晶圆清洗台 1台 49 49

⑥ 尾气处理器 2台 45 90

⑦ 金相显微镜 1台 47 47

⑧ 纳米台阶仪 1台 40 40

⑨ 探针测试台 1台 3.5 3.5

注：以上各货物的投标报价均不得超过其对应最高限制单价。否则，该投标按

投标无效处理。

3. 技术要求

3.1 项目概况

本项目拟采购微纳加工检测设备，用于 MEMS 传感器加工过程中的清洗、去

胶、切片、封装等工艺，以及用于加工质量、表面形貌的检测。具体设备为：等

离子去胶机、激光打标机、金丝球焊机、晶圆切片机、晶圆清洗台、尾气处理器、

金相显微镜、纳米台阶仪、探针测试台。

3.2 设备工作适配条件（即：设备能保证运行的所需最低适配条件）

#（1）环境洁净度要求：千级以上无尘室；

（2）环境温湿度：22±3℃，45-55%；

★（3）电力需求：输入电压为 240V/380V，电气保护能力达到 AIC15kA IEC

等级，工作频率为 50/60Hz，符合国际电网标准。

3.3 各部品技术要求

●3.3.1 等离子去胶机

在 MEMS 工艺中，等离子去胶机可清除有机残留物并活化表面，增强压电层

与电极或基底间的粘附性。根据项目的技术指标和相关要求，设备需要能够实现

硅、二氧化硅等晶圆的无损伤高均匀性清洁。具体技术指标要求如下：

3.3.1.1 等离子体发生器

#（1）功率：连续可调，最大功率≥1000W；

（2）频率：2.45GHz 或其他。



3.3.1.2 反应腔室

★（1）腔体容积：≥5L，或兼容 4～6英寸晶圆；

（2）有效处理面积：≥150mm×150mm；

（3）无内部电极，避免放电污染；

（4）抽屉式腔体结构设计，取放更便捷，处理更高效；

（5）根据实验室预留空间，整机尺寸应≤800mm×800mm×650mm。

3.3.1.3 气路

#（1）气路数量≥2，支持氧气，氩气，氮气，氢气等；

（2）气体流量控制范围：0～500 sccm 或更大范围；

（3）每路气路配备单独的质量流量计，实时监控气体流量；

（4）应配备真空泵与真空测量装置，能够达到不大于 0.1Pa 的真空度并实

现测量，测量精度优于 0.1Pa。

3.3.1.4 控制系统

（1）应具备气压控制、等离子控制等功能，支持参数设定、存储、调用；

（2）应能够实时监控功率、真空度、气压、气体流量，工作时间等参数；

（3）应具备气压报警、功率报警等安全功能；

（4）应具备压强平衡功能，支持通入工艺气体，先进行压强平衡，可设置

平衡时间；

（5）应具备多级权限，支持多段式程序控制。

3.3.2 激光打标机

激光打标机能够实现高精度微米级标记等功能，是 MEMS 声学传感器制造过

程中的重要辅助工具。根据项目的技术指标和相关要求，设备需要能够实现多种

材料如硅、二氧化硅、金属、聚合物等的高精度激光刻蚀。具体技术指标要求如

下：

3.3.2.1 激光光源

#（1）最大功率：≥20W；

（2）功率波动：≤±5%；

（3）激光波长：1064nm 或其他；

（4）脉冲频率：30kHz～60kHz 或更大范围。

3.3.2.2 刻印能力

（1）刻印范围：≥100mm×100mm；



（2）最大刻印速度：≥5000mm/s；

（3）能够通过控制软件实现刻印路径、刻印参数的设置。

3.3.2.3 主机

（1）根据实验室预留空间，整机尺寸应≤800mm×650mm×1400mm；

（2）附件包含打标镜头、数据线、装有控制软件的 U盘等。

3.3.3 金丝球焊机

金丝球焊机 MEMS 芯片封装中的关键设备，主要用于实现芯片与外部电路的

电性连接。根据项目的技术指标和相关要求，设备需要实现芯片与封装基板的高

精度电学互连，具备高精度、低电阻、强可靠性等特点。具体技术指标要求如下：

3.3.3.1 机器配置

（1）焊线种类：标配金线，可选用铜线、合金线等其他种类；

（2）线径：20μm～50μm 或更大范围；

（3）光学系统：2～4倍或更大范围连续变倍；

（4）载片台具备加热功能，温度控制范围：室温～200℃或更大范围；

#（5）提供通用夹具 1套。中标人可根据采购人要求另行定制夹具（定制夹

具不包含在本次采购范围内，投标人应提供夹具定制费用报价单）；

（6）提供校准治具一套，包含力校准治具、线夹校准治具、平面校准治具

等（不含力传感器和放大器）；

（7）根据实验室预留空间，整机尺寸应≤1500mm×1000mm×1800mm。

3.3.3.2 焊线性能

（1）焊线精度：≤±5μm@3σ；

（2）焊线压力：10～250g 或更大范围；

（3）可焊接区域：≥60mm×60mm；

（4）深腔焊接能力：可焊接≥5mm 腔深；

（5）芯片角度允差：≥±45°；

（6）最大焊线长度：≥5mm；

（7）最小线弧高度：≤100μm；

★（8）焊台 Z轴行程微调距离：≥20mm。

3.3.3.3 控制系统

（1）应具备焊接位置、焊接参数控制等功能，支持参数设定、调用；

（2）弧度控制可编程；



（3）控制系统可应用于不同高度和厚度的芯片；

（4）光路焦距可编程调节，光路自动聚焦范围≥4mm。

3.3.4 晶圆切片机

晶圆切片机用于将整片晶圆切割成单个芯片，其切割质量直接影响器件性能

和良率。具体技术指标要求如下：

3.3.4.1 机器配置

★（1）载片台尺寸：≥6inch；

（2）载片台平面度：≤5μm/6inch；

（3）光学系统：支持 4倍或更大范围变倍；

（4）应具备断电真空保护功能，设备突然断电时，底盘需要持续保持有真

空；

（5）应具备刀具破损检测功能；

（6）应配置不间断电源，异常断电时能够执行包括但不限于保存参数、关

闭主轴、回位等安全动作；

（7）应在载片台周围配置照明光源以便观察；

（8）根据实验室预留空间，整机尺寸应≤800mm×1000mm×1800mm。

3.3.4.2 切割性能

（1）最大切割深度：≥3mm；

（2）刀痕宽度：≤1.1mm；

（3）切割速度范围：0.1mm/s～500mm/s 或更大范围；

（4）最大速度：≥800mm/s；

★（5）运动轨迹直线性：≤3μm；

#（6）T轴最大旋转角度：≥360°，转角精度：≤0.18°。

3.3.4.3 控制系统

（1）可完成复杂工件的工艺编程加工；

（2）可存储多个加工文件。

3.3.5 晶圆清洗台

晶圆清洗台用于在光刻、刻蚀、薄膜沉积等工艺前后去除晶圆表面的颗粒、

有机物、金属污染物等，确保工艺质量和器件可靠性。具体技术指标要求如下：

3.3.5.1 机器配置

（1）适用于 6英寸及其以下硅片的整篮清洗（25 片标准篮）；



（2）整机应包含清洗槽、控制系统、管路系统、排风系统等部分；

★（3）清洗槽位≥8个；其中，可加热超声槽位≥2个，可加热槽位（包含可

加热超声槽位）≥3个，每个槽位均应配有槽盖；

（4）加热槽位的槽体内层材质应为石英，加热槽位温度范围：室温～70℃

或更大范围，温度控制精度：≤±1°；

★（5）超声频率≥40kHz，超声功率≥300W 并可调；

（6）单个槽位有效尺寸：≥180mm×180mm×180mm；

（7）纯水清洗槽位≥4个，纯水可实现自动注水，注水及喷淋流量可调节；

（8）台面均布排水孔，孔径范围：8mm～16mm；

（9）排风系统内具有风门、风量导流板等装置，设计排风量：≥1500m3/h；

（10）根据实验室预留空间，整机尺寸应≤2100mm×1500mm×2200mm。

3.3.5.2 控制系统

（1）配有显示屏，可设置温度、液位、泵和阀门启停、加热器启停等参数；

（2）可编制程序，工艺步骤及时间可设定。

3.3.5.3 安全功能

（1）具备声光报警装置，提示设备运行状态、工艺程序进度，可实现无液

超声、低液位加热、高温排放等的提示；

（2）电控区域应具备腐蚀防护措施；

（3）具有漏电、过温保护装置；

（4）配有急停保护装置，遇到紧急情况时可系统整体停机。

3.3.6 尾气处理器

尾气处理器主要用于处理成膜及刻蚀等微纳工艺产生的有毒、腐蚀性尾气，

确保排放符合环保法规，同时保护生产设备和人员安全。本项目拟采购两台同型

号的尾气处理器，两台互为备份，具体技术指标要求如下（注：尾气处理器工作

环境为净化间灰区，应满足在灰区洁净度、温湿度环境下正常工作要求）：

3.3.6.1 设备配置

★（1）进气口数量：≥5口，每口对应前端设备的每一工艺腔，来自工艺腔

尾气通过进气口进入设备；

（2）通过高温、等离子放电等方式使气体发生反应，处理工艺废气；

（3）反应腔内可通入压缩空气（CDA），有助于废气反应；

（4）反应腔内壁应使用陶瓷、特氟龙涂层等耐酸碱、腐蚀等材质，提升耐



用性；

（5）应具备洗涤装置，反应后的气体通入洗涤段进一步处理；

（6）干区反应腔与湿区洗涤段之间应具备气帘装置，防止水汽对设备产生

如堵塞、腐蚀等不利影响；

（7）应具有节能功能，当主机台待机时可进入低功率运行模式；

（8）应具有喷淋装置，冲洗积累的粉尘、对燃烧副产物进行冷却；

（9）应提供两台尾气处理器互为备份的配置方案，包括与工艺主机台、厂

务排管、处理塔等的连接方式。

3.3.6.2 处理效果

#（1）CF4/SF6/C4F8处理效率：≥95%；

（2）SiH4/NH3/CHF3等处理效率：≥98%。

3.3.7 金相显微镜

金相显微镜主要用于观察材料表面形貌、微观结构和缺陷，实现工艺质量检

测、失效分析和材料表征，具体技术指标要求如下：

3.3.7.1 机械结构

（1）Z轴行程：≥25mm；

（2）粗调手轮：≥15mm/转；

（3）微调手轮：≤0.2mm/转；

（4）Z轴精度：≤0.03μm；

（5）Z轴重复性：≤1μm；

（6）载物台：尺寸≥160mm×160mm，移动范围≥100mm×100mm。

#3.3.7.2 镜头

（1）物镜：放大倍率 5×～100×可选；

（2）目镜：放大倍率 10×或 15×或 20×，屈光度可调+/- 5 或更大范围；

3.3.7.3 主要功能

（1）应具备自动对焦功能、照明功能；

（2）应具备明场/暗场切换装置，可实时切换明场/暗场；

（3）应具备微分干涉观察功能；

（4）物镜转换可电动控制；

（5）应具备自动景深合成的功能、3D 轮廓显示和测量功能。

3.3.7.4 软件系统



★（1）配有测量软件，至少须能够实现 2D 测量、3D 测量、3D 扫描功能；

#（2）配有图像处理软件，能够实现图像捕捉、录像、高动态范围照片、3D

渲染建模等功能，支持 2K 或以上高分辨率照片拍摄；

（3）配有金相分析软件，能够实现层深膜厚分析、组织相含量分析、自动

颗粒形态分析与统计、图谱比照与光学尺分析等功能。

3.3.8 纳米台阶仪

纳米台阶仪通过物理探针接触样品表面，获取纳米级至毫米级的轮廓、粗糙

度、台阶高度等关键参数。根据项目的技术指标和相关要求，设备需要实现功能

薄膜厚度的高精度、高分辨率检测，确保符合设计值。具体技术指标要求如下：

3.3.8.1 载物台

（1）载物台 X/Y 轴移动范围：150mm×150mm 或更大范围，电动控制；

（2）载物台旋转功能：360°连续旋转；

（3）可容纳样品厚度：≥50mm；

（4）具备真空吸附功能，可吸附 6inch 晶圆。

3.3.8.2 扫描性能

（1）探针压力：1mg～50mg 或更大范围可调；

（2）单次最大扫描长度：≥30mm；

★（3）垂直扫描范围：≥1mm；

（4）垂直分辨率：≤1Å；

#（5）台阶高度重复性：≤5Å（测量 1μm台阶高度）；

（6）扫描速度：2μm/s-10mm/s 或更大范围可调；

（7）最大扫描采样点数：≥100000；

（8）具备自动寻找最低点、位移至对焦最清晰图像位置的功能；

★（9）具备快速换针功能，撞针后可快速换针并快速标定。

3.3.8.3 光学系统

（1）放大倍率：1×～200×或更大范围可调；

（2）具备彩色摄像机，像素≥400 万。

3.3.8.4 软件系统

（1）应具备参数测量功能，能够实现台阶高度、粗糙度与波纹度的测量，可

基于扫描出的轮廓曲线进行轮廓尺寸的分析，如长度、角度、直径等数据；

（2）可实现多区域自动扫描和面区域 3D 扫描以及 3D 形貌的线/面粗糙度、



轮廓尺寸、体积结构、功率谱密度分析；

（3）为软件系统配备数据处理系统 1套，具备 32G 以上内存、1T 以上的存

储空间。

3.3.9 探针测试台

探针测试台主要用于传感器的电学性能测试、功能验证和失效分析，具体技

术指标要求如下：

#3.3.9.1 测量范围

（1）电阻率：10-4～105 Ω cm 或更大范围；

（2）方块电阻：10-4～105 Ω/□或更大范围；

（3）电阻：10-4～105Ω或更大范围；

（4）可测晶圆大小：≥6inch。

3.3.9.2 探针

（1）最小间距：≤1±0.01mm；

（2）针间绝缘电阻：≥1000MΩ；

（3）机械游移率：≤0.3％；

（4）探针压力：5～15N 或更大范围。

3.3.9.3 仪表

（1）恒流源：2μA～100mA 或更大范围可调；

（2）数字电压表：量程 0～190 mV 或更大范围；分辨力≤10μV；精度≤±

0.1%。

3.3.9.4 软件系统

（1）应采用双电测测试标准；

（2）可记录、保存、打印测试数据，并统计分析测试数据最大值、最小值、

平均值、最大百分变化、平均百分变化、径向不均匀度等指标；

（3）可实现自动测量，根据样品电阻大小自动选择适合电流档位测试。
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